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 Продолжительность обучения 
(не включая нерабочие праздничные дни 
и каникулы)

более 39 нед более 39 нед

 Итого 22 30 52 21 
1/6

30 
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* Нерабочие праздничные дни (не 
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1/6К Каникулы 1 6 7 1 1/6

Д
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной работы

4 4 4

П Производственная практика 18 18 18
2У Учебная практика 2 2

Э Экзаменационные сессии 3 3 6 2 2 8

16 
4/6

51 
2/6

ВсегоСем. 3Сем. 4Всего

Теоретическое обучение и практики 16 
3/6
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1/6

34 
4/6

16 
4/6

Сводные данные
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Календарный учебный график 



Индекс Наименование Экза 
мен Зачет Зачет 

с оц. КП Экспер 
тное Факт Часов 

в з.е.
Экспер 

тное
По 

плану
Конт. 
раб. СР Конт 

роль
Интер  

часы
Пр. 

подгот з.е. Итого Лек Лаб Лаб 
интер. Пр Пр 

интер. КСР СР Конт 
роль

75 75 2700 2700 878 1426 396 346 25 900 8 96 36 160 104 492 144
46 46 1656 1656 520 992 144 220 18 648 8 32 160 104 412 36

Б1.О.01 Английский язык для специальных целей 2 1 6 6 36 216 216 72 108 36 72 3 108 36 36 72

Б1.О.02 Модуль проектной деятельности 12 1233 20 20 720 720 204 444 72 52 6 216 32 32 18 116 36

Б1.О.02.01
Научно-исследовательский семинар по 
современным проблемам физики 
наноструктур

1 3 3 36 108 108 32 40 36 18 3 108 32 18 40 36

Б1.О.02.02
Научно-исследовательский семинар по 
методам анализа структур и и средствам 
обработки оптической информации

2 3 3 36 108 108 36 36 36 18

Б1.О.02.03 Научно-исследовательский семинар по 
методам математического моделирования 3 5 5 36 180 180 50 130 16

Б1.О.02.04 Научно-исследовательское проектирование 123 9 9 36 324 324 86 238 3 108 32 76

Б1.О.03 Современные технологии в электронике 2 111 12 12 432 432 136 260 36 78 9 324 8 92 50 224

Б1.О.03.01 Компьютерные технологии 2 1 7 7 36 252 252 86 130 36 78 4 144 50 50 94

Б1.О.03.02 Физика и технологии создания наноструктур 1 2 2 36 72 72 34 38 2 72 8 26 38

Б1.О.03.03 Современная промышленная электроника 1 3 3 36 108 108 16 92 3 108 16 92

Б1.О.04 Строение и свойства материалов 22 8 8 288 288 108 180 18

Б1.О.04.01 Избранные вопросы физики поверхности 
твердого тела 2 4 4 36 144 144 54 90 18

Б1.О.04.02 Рентгеноструктурный анализ 2 4 4 36 144 144 54 90

29 29 1044 1044 358 434 252 126 7 252 64 36 80 108
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 1 4 4 144 144 32 58 54 18 4 144 32 18 58 54

Б1.В.ДВ.01.01 Специальные методы технологии 
выращивания тонких пленок 1 4 4 36 144 144 32 58 54 18 4 144 32 18 58 54

Б1.В.ДВ.01.02 Спинтроника и наномагнетизм 1 4 4 36 144 144 32 58 54 18 4 144 32 18 58 54

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 3 7 7 252 252 84 132 36 36

Б1.В.ДВ.02.01 Физика магнитных пленок и наноразмерных 
структур 3 7 7 36 252 252 84 132 36 36

Б1.В.ДВ.02.02 Современные методы формирования тонких 
пленок 3 7 7 36 252 252 84 132 36 36

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 2 3 3 108 108 54 54 18

Б1.В.ДВ.03.01 Дополнительные главы кристаллографии 2 3 3 36 108 108 54 54 18

Б1.В.ДВ.03.02 Основы схемотехники и измерительной 
электроники 2 3 3 36 108 108 54 54 18

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 2 2 3 3 108 108 36 36 36

Б1.В.ДВ.04.01 Электронные измерения в нанотехнологиях 
и наноэлектронике 2 2 3 3 36 108 108 36 36 36

Б1.В.ДВ.04.02 Теория симметрии кристаллов 2 2 3 3 36 108 108 36 36 36

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 3 3 5 5 180 180 52 92 36 18

Б1.В.ДВ.05.01 Основы микромагнитного моделирования 3 3 5 5 36 180 180 52 92 36 18

Б1.В.ДВ.05.02 Самоподобие и хаотическая динамика в 
физических процессах 3 3 5 5 36 180 180 52 92 36 18

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 1 3 3 108 108 32 22 54 18 3 108 32 18 22 54

Б1.В.ДВ.06.01 Фазовые переходы в конденсированных 
средах 1 3 3 36 108 108 32 22 54 18 3 108 32 18 22 54

Б1.В.ДВ.06.02 Изучение магнитоупорядоченных сред 
численными методами 1 3 3 36 108 108 32 22 54 18 3 108 32 18 22 54

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 3 4 4 144 144 68 40 36 18

Б1.В.ДВ.07.01 Элементы теории фракталов в физике 3 4 4 36 144 144 68 40 36 18

Б1.В.ДВ.07.02 Критические явления в конденсированных 
средах 3 4 4 36 144 144 68 40 36 18

Блок 1.Дисциплины (модули) 
Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс 1
Семестр 1

- - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов



Индекс Наименование Экза 
мен Зачет Зачет 

с оц. КП Экспер 
тное Факт Часов 

в з.е.
Экспер 

тное
По 

плану
Конт. 
раб. СР Конт 

роль
Интер  

часы
Пр. 

подгот з.е. Итого Лек Лаб Лаб 
интер. Пр Пр 

интер. КСР СР Конт 
роль

Курс 1
Семестр 1

- - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов

39 39 1404 1404 126 1278 1404 3 108 18 90
39 39 1404 1404 126 1278 1404 3 108 18 90

Б2.В.01(У)

Учебная практика. Научно-
исследовательская работа (получение 
первичных навыков  научно-
исследовательской работы)

1 3 3 36 108 108 18 90 108 3 108 18 90

Б2.В.02(У) Учебная практика. Технологическая 
(проектно-технологическая) практика 2 3 3 36 108 108 18 90 108

Б2.В.03(П) Производственная практика. Педагогическая 
практика 2 3 3 36 108 108 18 90 108

Б2.В.04(П) Производственная практика. Научно-
исследовательская практика 3 3 3 36 108 108 18 90 108

Б2.В.05(П)
Производственная практика. 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика

4 6 6 36 216 216 18 198 216

Б2.В.06(П) Производственная практика. Научно-
исследовательская работа 4 6 6 36 216 216 18 198 216

Б2.В.07(П) Производственная практика. 
Преддипломная практика 4 15 15 36 540 540 18 522 540

6 6 216 216 9 171 36

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 4 6 6 36 216 216 9 171 36

3 3 108 108 54 54
3 3 108 108 54 54

ФТД.В.01 Цифровая электроника 2 2 2 36 72 72 36 36

ФТД.В.02 Транспортные свойства наноструктур 3 1 1 36 36 36 18 18

ФТД.Факультативы 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 2.Практика 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 



Индекс Наименование

Б1.О.01 Английский язык для специальных целей

Б1.О.02 Модуль проектной деятельности

Б1.О.02.01
Научно-исследовательский семинар по 
современным проблемам физики 
наноструктур

Б1.О.02.02
Научно-исследовательский семинар по 
методам анализа структур и и средствам 
обработки оптической информации

Б1.О.02.03 Научно-исследовательский семинар по 
методам математического моделирования

Б1.О.02.04 Научно-исследовательское проектирование

Б1.О.03 Современные технологии в электронике

Б1.О.03.01 Компьютерные технологии

Б1.О.03.02 Физика и технологии создания наноструктур

Б1.О.03.03 Современная промышленная электроника

Б1.О.04 Строение и свойства материалов

Б1.О.04.01 Избранные вопросы физики поверхности 
твердого тела

Б1.О.04.02 Рентгеноструктурный анализ

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01 Специальные методы технологии 
выращивания тонких пленок

Б1.В.ДВ.01.02 Спинтроника и наномагнетизм

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Физика магнитных пленок и наноразмерных 
структур

Б1.В.ДВ.02.02 Современные методы формирования тонких 
пленок

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01 Дополнительные главы кристаллографии

Б1.В.ДВ.03.02 Основы схемотехники и измерительной 
электроники

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

Б1.В.ДВ.04.01 Электронные измерения в нанотехнологиях 
и наноэлектронике

Б1.В.ДВ.04.02 Теория симметрии кристаллов

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5

Б1.В.ДВ.05.01 Основы микромагнитного моделирования

Б1.В.ДВ.05.02 Самоподобие и хаотическая динамика в 
физических процессах

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6

Б1.В.ДВ.06.01 Фазовые переходы в конденсированных 
средах

Б1.В.ДВ.06.02 Изучение магнитоупорядоченных сред 
численными методами

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7

Б1.В.ДВ.07.01 Элементы теории фракталов в физике

Б1.В.ДВ.07.02 Критические явления в конденсированных 
средах

Блок 1.Дисциплины (модули) 
Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- -

з.е. Итого Лек Лаб Лаб 
интер. Пр Пр 

интер. КСР СР Конт 
роль з.е. Итого Лек Лаб Лаб 

интер. Пр Пр 
интер. КСР СР Конт 

роль з.е. Итого Лек Лаб Пр КСР СР Конт 
роль

26 936 72 126 18 144 100 450 144 24 864 222 72 50 16 484 108
20 720 72 36 144 100 360 108 8 288 52 16 16 220

3 108 36 36 36 36

6 216 36 36 18 108 36 8 288 52 16 16 220

3 108 36 18 36 36

5 180 34 16 16 130

3 108 36 72 3 108 18 90

3 108 36 28 36 36

3 108 36 28 36 36

8 288 72 36 18 180

4 144 36 18 18 90

4 144 36 18 90

6 216 90 18 90 36 16 576 170 72 34 264 108

7 252 84 36 132 36

7 252 84 36 132 36

7 252 84 36 132 36

3 108 54 18 54

3 108 54 18 54

3 108 54 18 54

3 108 36 36 36

3 108 36 36 36

3 108 36 36 36

5 180 52 18 92 36

5 180 52 18 92 36

5 180 52 18 92 36

4 144 34 18 34 40 36

4 144 34 18 34 40 36

4 144 34 18 34 40 36

Курс 1 Курс 2
Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4



Индекс Наименование

- -

Б2.В.01(У)

Учебная практика. Научно-
исследовательская работа (получение 
первичных навыков  научно-
исследовательской работы)

Б2.В.02(У) Учебная практика. Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Б2.В.03(П) Производственная практика. Педагогическая 
практика

Б2.В.04(П) Производственная практика. Научно-
исследовательская практика

Б2.В.05(П)
Производственная практика. 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика

Б2.В.06(П) Производственная практика. Научно-
исследовательская работа

Б2.В.07(П) Производственная практика. 
Преддипломная практика

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

ФТД.В.01 Цифровая электроника

ФТД.В.02 Транспортные свойства наноструктур

ФТД.Факультативы 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 2.Практика 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

з.е. Итого Лек Лаб Лаб 
интер. Пр Пр 

интер. КСР СР Конт 
роль з.е. Итого Лек Лаб Лаб 

интер. Пр Пр 
интер. КСР СР Конт 

роль з.е. Итого Лек Лаб Пр КСР СР Конт 
роль

Курс 1 Курс 2
Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4

6 216 36 180 3 108 18 90 27 972 54 918
6 216 36 180 3 108 18 90 27 972 54 918

3 108 18 90

3 108 18 90

3 108 18 90

6 216 18 198

6 216 18 198

15 540 18 522

6 216 9 171 36

6 216 9 171 36

2 72 18 18 36 1 36 18 18
2 72 18 18 36 1 36 18 18
2 72 18 18 36

1 36 18 18



Индекс Наименование

Б1.О.01 Английский язык для специальных целей

Б1.О.02 Модуль проектной деятельности

Б1.О.02.01
Научно-исследовательский семинар по 
современным проблемам физики 
наноструктур

Б1.О.02.02
Научно-исследовательский семинар по 
методам анализа структур и и средствам 
обработки оптической информации

Б1.О.02.03 Научно-исследовательский семинар по 
методам математического моделирования

Б1.О.02.04 Научно-исследовательское проектирование

Б1.О.03 Современные технологии в электронике

Б1.О.03.01 Компьютерные технологии

Б1.О.03.02 Физика и технологии создания наноструктур

Б1.О.03.03 Современная промышленная электроника

Б1.О.04 Строение и свойства материалов

Б1.О.04.01 Избранные вопросы физики поверхности 
твердого тела

Б1.О.04.02 Рентгеноструктурный анализ

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01 Специальные методы технологии 
выращивания тонких пленок

Б1.В.ДВ.01.02 Спинтроника и наномагнетизм

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Физика магнитных пленок и наноразмерных 
структур

Б1.В.ДВ.02.02 Современные методы формирования тонких 
пленок

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01 Дополнительные главы кристаллографии

Б1.В.ДВ.03.02 Основы схемотехники и измерительной 
электроники

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

Б1.В.ДВ.04.01 Электронные измерения в нанотехнологиях 
и наноэлектронике

Б1.В.ДВ.04.02 Теория симметрии кристаллов

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5

Б1.В.ДВ.05.01 Основы микромагнитного моделирования

Б1.В.ДВ.05.02 Самоподобие и хаотическая динамика в 
физических процессах

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6

Б1.В.ДВ.06.01 Фазовые переходы в конденсированных 
средах

Б1.В.ДВ.06.02 Изучение магнитоупорядоченных сред 
численными методами

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7

Б1.В.ДВ.07.01 Элементы теории фракталов в физике

Б1.В.ДВ.07.02 Критические явления в конденсированных 
средах

Блок 1.Дисциплины (модули) 
Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- -

Код Наименование Компетенции

142 Академический департамент 
английского языка УК-4

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4

102 Физики низкоразмерных структур УК-1; УК-6; ОПК-1

102 Физики низкоразмерных структур УК-4; ОПК-2

102 Физики низкоразмерных структур УК-5; ОПК-3; ОПК-4

102 Физики низкоразмерных структур УК-2; УК-3; ОПК-4

УК-1; УК-6; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4

102 Физики низкоразмерных структур УК-6; ОПК-4

102 Физики низкоразмерных структур ОПК-1; ОПК-3

102 Физики низкоразмерных структур УК-1; ОПК-3

ОПК-1; ОПК-2

102 Физики низкоразмерных структур ОПК-1

102 Физики низкоразмерных структур ОПК-1; ОПК-2

ПК-8; ПК-9; ПК-15

102 Физики низкоразмерных структур ПК-8; ПК-9; ПК-15

102 Физики низкоразмерных структур ПК-8; ПК-9; ПК-15

ПК-5; ПК-12

102 Физики низкоразмерных структур ПК-5; ПК-12

102 Физики низкоразмерных структур ПК-5; ПК-12

ПК-7

102 Физики низкоразмерных структур ПК-7

102 Физики низкоразмерных структур ПК-7

ПК-2; ПК-11; ПК-13

102 Физики низкоразмерных структур ПК-2; ПК-11; ПК-13

102 Физики низкоразмерных структур ПК-2; ПК-11; ПК-13

ПК-3; ПК-4; ПК-6

102 Физики низкоразмерных структур ПК-3; ПК-4; ПК-6

102 Физики низкоразмерных структур ПК-3; ПК-4; ПК-6

ПК-10; ПК-14

102 Физики низкоразмерных структур ПК-10; ПК-14

102 Физики низкоразмерных структур ПК-10; ПК-14

ПК-1; ПК-6

102 Физики низкоразмерных структур ПК-1; ПК-6

102 Физики низкоразмерных структур ПК-1; ПК-6

Закрепленная кафедра -



Индекс Наименование

- -

Б2.В.01(У)

Учебная практика. Научно-
исследовательская работа (получение 
первичных навыков  научно-
исследовательской работы)

Б2.В.02(У) Учебная практика. Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Б2.В.03(П) Производственная практика. Педагогическая 
практика

Б2.В.04(П) Производственная практика. Научно-
исследовательская практика

Б2.В.05(П)
Производственная практика. 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика

Б2.В.06(П) Производственная практика. Научно-
исследовательская работа

Б2.В.07(П) Производственная практика. 
Преддипломная практика

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

ФТД.В.01 Цифровая электроника

ФТД.В.02 Транспортные свойства наноструктур

ФТД.Факультативы 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 2.Практика 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Код Наименование Компетенции

Закрепленная кафедра -

102 Физики низкоразмерных структур УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

102 Физики низкоразмерных структур ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12

102 Физики низкоразмерных структур УК-6; ПК-13; ПК-14; ПК-15

102 Физики низкоразмерных структур ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

102 Физики низкоразмерных структур ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12

102 Физики низкоразмерных структур ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

102 Физики низкоразмерных структур ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-
12; ПК-14

102 Физики низкоразмерных структур
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-
13; ПК-14; ПК-15

102 Физики низкоразмерных структур ПК-12; ПК-13

102 Физики низкоразмерных структур ПК-12; ПК-13



Не менее Факт
Итого (с факультативами) 98 123 62 28 34 61 28 33
Итого по ОП (без факультативов) 96 120 60 28 32 60 27 33

Б1 Дисциплины (модули) 61% 39% 100% 51 75 51 25 26 24 24
Б1.О Обязательная часть 46 38 18 20 8 8

Б1.В Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 29 13 7 6 16 16

Б2 Практика 0% 100% 0% 39 39 9 3 6 30 3 27
Б2.О Обязательная часть

Б2.В Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 39 9 3 6 30 3 27

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 6 6 6
ФТД Факультативы 2 3 2 2 1 1

ФТД.В Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 3 2 2 1 1

Объём обязательной части от общего объёма программы (%) 38.3%

Объём конт. работы от общего объёма времени на реализацию дисциплин 
(модулей) (%) 32.5%

Процент ... занятий от аудиторных (%)
 лекционных 9.12%

 в интерактивной форме 39.4%

1  КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП) 1 1 1
2  ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО) 2 1 1 2

  ЗАЧЕТ (За) 7 4 3
3

Обязательные формы контроля

  ЭКЗАМЕН (Эк) 7 3 4 3
308 63Итого по всем блокам 1067 - 282 414 -

- 18Блок ФТД 54 - 36
9Блок Б3 9 - -
54Блок Б2 126 - 18 36 - 18

264 342 - 272

Суммарная контактная работа (акад. час)

Блок Б1 878 -
Контактная работа в период ТО (акад.час/нед) ОП 18.2 - 17.1 19.9 - 17.4

в период гос. экзаменов - -

ОП, факультативы (в период экз. 
сессий) 49.5 - 48 48 - 54

53.6 - 54

Учебная нагрузка (акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО) 53.3 - 52.4

Баз.% Вар.% ДВ(от 
Вар.)%

з.е.
Курс 2

Всего Сем. 3 Сем. 4

Итого Курс 1

Всего Сем. 1 Сем. 2
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